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一种应用于 ＷＣＤＭＡ的单片 ＩｎＧａＰ／ＧａＡｓＨＢＴ功率放大器
黄继伟１，２ 王志功１ 廖英豪２ 陈志坚２ 方志坚２

（１东南大学射频与光电集成电路研究所，南京 ２１００９６）
（２广州润芯信息技术有限公司，广州 ５１０６６３）

摘要：设计了一款微波单片集成电路功率放大器．该放大器采用了一种新颖的在片偏置电路技术，不仅避免了由
于电源和温度变化导致的直流偏置点的不稳定，而且补偿了由于输入信号增大所引起的交流偏置点的偏离．电
流镜结构的偏置电路与反馈电路使偏置电压维持在一个稳定的状态，在反馈电路中引入一个非反相电路提高了

电路增益．通过在偏置管的基极并联一个电容进一步改善了功率放大器的线性．该芯片采用 ＩｎＧａＰ／ＧａＡｓＨＢＴ
工艺制作．测试结果表明：该放大器具有 ２６６ｄＢｍ的输出压缩点，对于 ＷＣＤＭＡ应用，放大器的效率为
３３６％，ＡＣＰＲ为－４０２ｄＢｃ．
关键词：功率放大器；宽带码分多址；异质结双极型晶体管；偏置电路；增益压缩
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